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従来形ME 
プロセッサ	 

DVFS制御形	
MEプロセッサ	

消費電力PTotal [µW]	 7,228	 34.373 ~ 91.073	 

比	 100%	 0.4756~ 1.260%	 
 (1/210.28 ~ 1/79.36)	 

低電力動画像符号化プロセッサとこれに搭載するSRAMの開発 
　応用：救急車・ドクターヘリ搭載SHVシステム	
　　　　　介護ロボット、遠隔操作災害ロボット	
	

2. 低電力動画像符号化プロセッサ 

3.  動きベクトル検出 (ME) プロセッサの低電力化 

MEプロセッサの消費電力を1/210.28 ~ 1/79.36に削減	
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1. 低電力化手法  
 動きベクトル検出(ME)プロセッサ：DVFS (動的電圧・周波数協調制御) 法　　 
 SRAM：SVL (Self-controllable Voltage Level) 回路による低電圧化 

4. SRAMメモリ　　　　 
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従来形
SRAM	 

SVL適用 
SRAM	 

書き込み動作可能最低電圧	 0.25 V	 0.14 V 

読み出し動作可能最低電圧	 1.16 V	 0.64 V	 

5. 動作マージン拡大による低電圧化　　　　 
書き込みマージン  

DVFS制御適用可能なA2BCSアルゴリズムで
変化する処理量 (量子化nq) を事前に予測	

適応的に最適fcと最適VDを決定する	

	

効果：	

処理量を1/xに削減して, 消費電力を1/x3に削減	


書き込み時	 読み出し時	 

M-SVL	 VM=VMM-2Vt(降圧)	 VM=VMM(昇圧)	 

W-SVL	 VW=VWW(昇圧)	 VM=VMM-2Vt(降圧)	 

書き込み時	 読み出し時	 

M-nSWn:ON  
M-pSW:OFF 

M-pSW:ON  
M-nSWn:OFF  

W-pSW:ON  
W-nSWn:OFF  

W-nSWn:ON 
W-pSW:OFF 

SVL回路の動作  

動作マージンの拡大手法 

読み出しマージン  

書き込み可能電圧：0.14V 読み出し可能電圧：0.64 V に低電圧化	

90-nm CMOSプロセッサ	

W-SVL

M-SVL

90-nm 
2-kbit SRAM 

 
活性化面積 

     = 54,486 µm2 

 
SVL回路搭載 
オーバーヘッド 

0.82% 以下 

SVL適用SRAM	
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